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論文内容の要旨
本論文は、イオンビーム支援による Cr や Ni などの金属膜の微細構造及び内部応力制御に関する研究をまとめた
もので、序論、本論 3 章及び結論の 5 章より成っている。
第 1 章では、本研究の背景および目的について述べている。






第 3 章では、 Si 基板上に形成した Ni 薄膜の微細構造及び内部応力に及ぼすイオン照射効果について述べている。
Ni 薄膜はく111) 配向になることを示し、結晶化度はイオンエネルギーとイオン種を変化させることで制御できるこ
とを示しているo そして、結晶化度の違いは、照射イオンと Ni 原子との弾性衝突の効果によると考察しているo ま
た、高エネルギーイオン照射の場合は、基板と膜との界面にニッケルシリサイドが形成され、これは、照射イオンの




述べている。 Si・Ni 中間層薄膜と Ni-TiN 傾斜組成厚膜の微細構造及び内部応力の整合性を向上させることにより、
厚さが600μm にも及ぶ膜の密着力を実用上問題ないレベルまで向上できることが示されている。






ーっとして大いに注目を集めている。本論文ではイオンビーム支援蒸着法に着目し、イオン照射による Cr や Ni な
どの金属膜の微細構造及び内部応力の制御について検討を行い、種々の新しい知見を得ているo
本論文の成果を要約すると次の通りである o








(4) Ni 膜の結晶化促進は、照射イオンの核的エネルギー伝達の効果によるものであると推論される o
(5) Ni 膜への高エネルギーイオン照射は、 Ni 薄膜-Si 基板界面にニッケルシリサイドを形成する。
(6) このニッケルシリサイドの形成は、照射イオンの電子的エネルギー伝達の効果によるものであると推論される。
(7) 照射イオン種とそのエネルギーを制御することにより、 Ni 膜の内部応力を引張応力にも圧縮応力にも変化させ
ることができる。
(8) 圧縮応力は Ni 膜自体の微細構造と相関があり、引張応力はその界面構造と相関があるo






して寄与するところが大き L 、。よって本論文は博士論文として価値のあるものと認める o
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